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１．概要（Summary） 

半導体製造の様々な工程で、a-C（アモルファスカーボ

ン）膜が利用されている。a-Cは他の絶縁膜材料（SiO2、

SiNx）のエッチングマスクとして広く用いられる。一方 a-C

の成膜手法は、絶縁膜材料（SiO2、SiNx）の成膜手法に

比べて種類が少なく、プリカーサーや成膜手法、プラズマ

状態を変えた場合の成膜後の膜質や、成膜中の過程の

違いについて理解が進んでいない。本報告では、a-Cの

成膜過程と膜質決定メカニズム解明を目的として、典型

的条件においてH2/CH4比を変えた場合のプラズマ発光

の変化について評価した結果を述べる。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ラジカル注入型プラズマ CVD装置 

【実験方法】 

ラジカル注入型プラズマ CVD装置を用いて典型的プ

ラズマ印可条件における H2/CH4比を変えた場合のプラ

ズマ発光のスペクトルを Ocean Optics社製の分光器

USB2000+にて取得した。H2/CH4比の影響を見る際の

トレーサーガスとして Arをガス全体流量の 1%添加した。

ディテクタの分光度感度曲線を考慮し輝線の発光強度比

からプラズマ中の解離状態の違いを評価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1は CH4プラズマの典型的な発光スペクトルであ

る標準的なプラズマ印可条件において CHおよびH、

H、トレーサーガスの Arに起因する発光が見られる。

H2/CH4系においてH2比を変化させた場合の発光スペ

クトル強度比を示したのが Fig. 2 と Fig. 3である。H2添

加量を増加させた場合に、H/H比が変化しておらず

CH/Aｒ比が減少している。このことからH2添加量増加時

に電子温度は大きく変化しておらず、CH ラジカルの量が

減少していることが示唆された。 

４．その他・特記事項（Others） 

・共同研究者：国立大学法人東海国立大学機構名古屋

大学低温プラズマ科学研究センター・近藤博基准教授 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）  

なし。 

６．関連特許（Patent）   

なし。 
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Fig. 1 Emission spectrum of CF4 plasma. 
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Fig. 2 Relation on gas ratio of H2/CH4 and  

emission intensity ratio of H/H 
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Fig. 3 Relation on gas ratio of H2/CH4 and  

emission intensity ratio of CH/Ar. 

 


